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アルミキノリノール錯体(Alq3)は Tangらの報告[1]以来、初期の標準的な発光材料・ホスト材料

として、また安定な電子輸送材料としても広く利用されてきた。そのため、その電子伝導につい

ては「電子を流しやすく正孔が流れにくい」構造を有する電子オンリーデバイスを用いて電流を

測定して検討された[2-4]。しかしながら、用いた Alq3膜厚が厚いためか、その特性は全く一致し

ていなかった。我々は正孔輸送成分を評価した正孔電流とデバイス電流を用いて、発光時の電子

電流を見積もることを提案した[5]。既報では FSAMを正孔注入層として利用したが、本報告では

より一般的な HAT-CNを用いた。図 1は ITO/HAT-CN(10nm)/ /a-NPD (50 nm)/Al(○)と ITO/HAT-CN 

(10nm)/ a-NPD (50 nm) /Alq3 (50nm)/LiF/Al(□)と共に、見積もった電子電流成分(△)の電流密度−電圧特

性を示す。正孔電流成分は SCLC の特性を示す。電子電流成分の低電圧領域が未プロットなのは電界

発光を観察できた領域のみ、電流連続とキャリアバランスが 1 として評価したためである。この電子

電流成分を既報の FSAMを利用した素子から評価した電子電流成分を比較したものが、図 2である。

両者はほぼ一致した。しかしながら、高電流領域では電流カーブが負性特性を示す。これは素子電流

の正孔電流を大きく見積もりすぎたために、電子電流成分が減少していると考えられる。この領域は

roll-off 領域に相当しており、素子中の正孔輸送が正孔輸送単独とは異なる電圧分担を示していること

を示唆する。また C540を Alq3にドープすることにより、この電子電流は高電圧側にシフトする形状

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1	 正孔電流・素子電子と電流成分の見積	 	 図 2	 見積もられた電子電流の比較 
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